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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berictits als "ursprungfich 
eingereic/it" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaiten (Regein 70. 16 and 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-17 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-19 eingegangen am 08.09.2004 mit Schrelben vom 01 .09.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1^-5^ in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecl<e der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden Ist (nach Regel 55.2 undAxler 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undAoder Aminosauresequenz 1st die 
internationale voriaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der Intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden Ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
OffenbarungsgehaK der Internationalen Anmeldung Im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die In computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schrlftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 9-19 

Nein: Anspruche 1-8 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 9-19 

Nein: Anspruche 1-8 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-19 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
slehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: DE 198 12 643 C (SIEMENS AG) 8. Juli 1999 (1999-07-08) 

D2: US-A-5 949 1 1 6 (WEN JEMMY) 7. September 1 999 (1 999-09-07) 

D3: US-B1-6 346 729 (LEE JIN-YUAN ET AL) 12. Februar 2002 (2002-02-12) 

D4: DE 1 97 49 378 A (SIEMENS AG) 20. Mai 1 999 (1 999-05-20) 

D5: US-A-5 908 31 3 (TAYLOR MITCHELL C ET AL) 1 . Juni 1 999 (1 999-06-01 ) 

D6: US 2002/142552 A1 (WU CHING-YUAN) 3. Oktober 2002 (2002-1 0-03) 

D7: WO 02 43109 A (HOFMANN FRANZ ;RISCH LOTHAR (DE); INFINEON 

TECHNOLOGIES AG (DE); R) 30. Mai 2002 (2002-05-30) 
D8: US-A-5 043 778 (TANG THOMAS E ET AL) 27. August 1991 (1991-08-27) 
D9: US-A-5 620 912 (HWANG LEE Y ET AL) 15. April 1997 (1997-04-15) 
D1 0: US-B1 -6 403 482 (LAM CHUNG HON ET AL) 1 1 . Juni 2002 (2002-06-1 1 ) 
D1 1 : ANANTHA N G ET AL: 'SELF-ALIGNED IGFET WITH SILICON DIOXIDE 
ISOLATED SOURCE AND DRAIN* IBM TECHNICAL DISCLOSURE 
BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, Bd. 22, Nr. 1 1, April 1980 
(1980-04), Seiten 4895-4899, XP000806625 ISSN: 0018-8689 
D12: WO 01 50535 A (MCFADDEN ROBERT S ;CHAU ROBERT S (US); 

INTEL CORP (US); MORROW PAT) 12. Juli 2001 (2001-07-12) 
D13: US 2001/025998 A1 (TSUCHIAKI MASAKATSU) 4. Oktober 2001 (2001- 
10-04) 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, well der 
Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 

1 Anspruch 1 ist nicht neu (Artikel 33(2) PCT). 

Dokument D3 offenbart (die Verweise in Klammem beziehen sich auf dieses 
Dokument): 
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einen Feldeffekttransistor (cf. Fig. 8) mit lokaler SourceVDrainisolation mit 
einem Haibleitersubstrat (1); 

einer Sourcevertiefung und einer Drainvertiefung die im Haibleitersubstrat (10, 
1 1) voneinander beabstandet ausgebildet sind; 

einer Vertiefungs-lsolationsschicht (9), die zumindest in einem Bodenbereich 
der Sourcevertiefung und der Drainvertiefung ausgebildet ist; 
einer elektrisch leitenden Fiillschicht (10), die zur Realisierung von Source- und 
Draingebieten und zum Auffiillen der Source- und Drainvertiefungen an der 
Oberflache der Vertiefungs — Isolationsschicht ausgebildet ist; 
einem Gatedielektrikum (3), das an der Substratoberflache zwischen der 
Source- und Drainvertiefung ausgebildet ist; und 
- einer Gateschicht (4), die an der Oberflache des Gatedielektrikums (3) 
ausgebildet ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Source- und Drainvertiefungen in einem oberen / 
Bereich eine Verbreiterung (cf. Fig. 6 und Fig. 7) mit einer vorbestimmten Tiefe zur w 
Realisierung von definierten Kanal-Anschlussbereichen aufweisen. ^ 

Daher ist Anspruch 1 nicht neu (Art.3(2) PCT). 

2. Die abhangigen Anspruche 2-8 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit 
den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse 
des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfiillen, siehe die 
Dokumente D1-D13 und die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen 
Textstellen, 

J 

3. Anspruch 9 ist unklar (Artikel 6 PCT). Die Teilschrltte in Schritt b) sollten als eine 
Reihenfolge spezifiziert werden. o. , 

4. Der Gegenstand des Anspruchs 9, klargestellt wie in §3, ist neu und erfinderisch 
(Art.33(2) und (3) PCT). 

4.1 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 9 angesehen. Es offenbart (die Verweise in 
Klammem beziehen sich auf dieses Dokument): 
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ein Verfahren zur Herstellung eines Feldeffekttransistors mit lokaler Source- 
/Drainisolation mit den Schritten: 

a) Ausbilden und Strukturieren eines Gatestapels mit einer Gateschicht und 
einer Gatedielektrikum auf einem Halbleitersubstrat; 

b) Ausbilden von Source- und Drainvertiefungen am Gatestapel Im 
Halbleitersubstrat; 

c) Ausbilden einer Vertiefungs-lsolationsschicht zumindest in einem 
Bodenbereich der Source- und Drainvertiefungen; und 

d) Ausfullen der zumindest teilweise isolierten Source- und Drainvertiefungen 
mit einer Fullschicht zur Reaiisierung von Source- und Draingebieten, 

Der Gegenstand des Anspruchs 9 unterscheidet sich daher von diesem 
bekannten Verfahren dadurch, daB in Schritt b) 

erste Vertiefungen fur Reaiisierung von Kanal-Anschlussbereichen im 

Halbleitersubstrat; 

Spacer am Gatestapel; und 

zweite Vertiefungen unter Verwendung der Spacer als Maske in den 
ersten Vertiefungen und im Halbleitersubstrat ausgebildet werden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

4.2 Zusatzlich erfiillt der Gegestand des Anspruchs 9 die Erfordemisse des PCT in 
bezug auf erfinderische Tatigkeit (Art. 33(3) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu Idsende Aufgabe kann somit darin 
gesehen werden, da3 ein Feld-effekttransistor mit einem genau definierten 
Anschlussbereich fur das Kanalgebiet erhalten wird. 

Die in Anspruch 9 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe 
vorgeschlagene Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer 
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT): 

Die VenA^endung von Spacem als Atzmaske zur weiteren Vertiefung der ersten 
Vertiefung auszubilden ist aus dem vorliegenden Stand der Technik weder 
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bekennt, noch wird sie durch ihn nahegelegt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 9 erftillt damit die Erfordemisse des PCT in bezug 
auf Neuheit und erfinderlsche Tatigkeit (Art.33(2) und (3) PCT). 

5 Die Anspruche 10-19 sind vom Anspruch 9 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

6 Anspruche 1-19 erfullen ebenfalls die Erfordemisse des Artikels 33(4) PCT in bezug 
auf gewerbliche Anwendbarkelt, 
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Patentanspruche 

1. Feldef fekttransistor mit lokaler Source-/Drainisolation 
mit 

einem Halbleitersubstrat (1) ; 

einer Sourcevertief ung (SV) und einer Drainvertief ung (DV) , 
die im Halbleitersubstrat (1) voneinander beabstandet ausge- 
bildet sind; 

einer Vertief ungs-Isolationsschicht (VI), die zumindest in 
einem Bodenbereich der Sourcevertief ung (SV) und der Drain- 
vertiefung (DV) ausgebildet ist; 

einer elektrisch leitenden Fullschicht (F) , die zur Realisie- 
rung von Source- und Draingebieten (S, D) und zum Aufftillen 
der Source- und Drainvertief ungen (SV, DV) an der Oberflache 
der Vertief ungs-Isolationsschicht (VI) ausgebildet ist; 
einem Gatedielektrikum (3), das an der Substrat oberflache 
(SO) zwischen der Source- und Drainvertief ung (SV, DV) ausge- 
bildet ist; und 

einer Gateschicht (4), die an der Oberflache des Gatedie- 
lektrikums (3) ausgebildet ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Source- und 
Drainvertief ungen (SV, DV) in einem oberen Bereich eine Ver- 
breiterung (VI) mit einer vorbestimmten Tiefe (dl) zur Reali- 
sierung von definierten Kanal-Anschlussbereichen (KA) aufwei- 
sen. 

2. Feldef fekttransistor nach Patentanspruch \, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Vertief ungs-Isolations- 
schicht (VI) ferner eine im Seitenwandbereich der Source- und 
Drainvertief ungen (SV, DV) ausgebildete Vertief ungs-Seiten- 
wandisolationsschicht (8A) aufweist, die jedoch das Gatedie- 
lektrikum (3) nicht berUhrt. 
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3. Feldef f ekttransistor nach Patentanspruch 1 oder 2, d a - 
durch gekennzeichnet^ dass die elektrisch lei- 



eines Abscheidens in den Source- und Drainvertief ungen (SV, 
5 DV) aufweist, 

4. Feldef f ekttransistor nach einem der Patentanspriiche 1 bis 
3^ dadurch gekennzeichnet^ dass die Gate- 
schicht (4) eine an ihren Seitenwanden ausgebildete Gateiso- 

10 lationsschicht (6) aufweist. 

5. Feldef f ekttransistor nach einem der Patentanspriiche 1 bis 
dadurch gekennzeichnet, dass er von fla- 

Chen Grabenisolierungen (2) begrenzt ist. 



6. Feldef f ekttransistor nach einem der Patentanspruche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass er laterale 
Strukturen < 100 nm aufweist. 

20 7. Feldef f ekttransistor nach einem der Patentanspruche 1 bis 
, 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Source- . 

und Drainvertief ungen (SV, DV) eine Tiefe (dl+d2) von ca. 50 

nm bis 300 nm aufweisen. 

25 8. Feldef f ekttransistor nach einem der Patentanspruche 2 bis 
1 , dadurch gekennzeichnet, dass sich die Ver- 
tief ungs-Seitenwandisolationsschicht (8A) in einen Bereich 
unterhalb des Gatedielektrikums (3) hinein erstreckt. 

30 9. Verfahren zur Herstellung eines Feldef fekttransistors mit 
lokaler Source-/Drainisolation mit den Schritten: 



tende Fullschicht (F) eine Keimschicht (10) zur Verbesserung 



15 
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a) Ausbilden und Strukturieren eines Gatestapels mit einer 
Gateschicht (4) und einem Gatedielektrikum (3) auf einem 
Halbleitersubstrat (1) ; 

b) Ausbilden von Source- und Drainvertief ungen (SV, DV, VI, 
5 V2) am Gatestapel (3, 4, 5, 6) im Halbleitersubstrat <1) ; 

c) Ausbilden einer Vertief ungs-Isolationsschicht (8, 8A, 9) 
zumindest in einem Bodenbereich der Source- und Drainvertie- 
f ungen (SV, DV) ; und 

d) Aufftillen der zumindest teilweise isolierten Source- und 

. ^jLO Drainvertief ungen (SV, DV) mit einer Fullschicht (F; 10, 13) 
zur Realisierung von Source- und Draingebieten (S, D) , 
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt b) 
erste Vertief ungen (VI) zur Realisierung von Kanal-Anschluss- 
bereichen (KA) im Halbleitersubstrat (1); 
15 Spacer (7) am Gatestapel (3, 4, 5, 6); und 

zweite Vertief ungen (V2) unter Verwendung der Spacer (7) als 
Maske in den ersten Vertief ungen (VI) und im Halbleitersub- 
strat ( 1 ) ausgebildet werden . 

20 10. Verfahren nach Patentanspruch 9, dadurch ge- 

. kennzeichnet, dass in Schritt a) ^ 

ein STI -Verfahren zur Ausbildung von flachen Grabenisolierun- 

gen (2) ; 

eine Implantation zur Ausbildung von Wannen- und/oder Kanal- 
25 Dotiergebieten im Halbleitersubstrat (1); 

eine thermische Oxidation zur Ausbildung des Gatedielektri- 
kums ( 3 ) ; 

eine Abscheidung von Halbleitermaterial zur Ausbildung der 
Gateschicht ( 4 ) ; 

30 eine TEOS-Abscheidung zur Ausbildung einer Hartmaskenschicht 
(5); 
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ein lithograf isches Verfahren zur Strukturierung von zumin- 
dest der Gateschicht (4) unter Verwendung der Hartmasken- 
schicht (5) / und 

eine weitere thermische Oxidation zur Ausbildung einer Gate- 
Seitenv/andisolationsschicht (6) an den Seitenwfinden der Gate- 
schicht (4) durchgefuhrt wird. 

11. Verfahren nach Patentanspruch 9 Oder 10^ dadurch 
gekennzeichnet, dass die ersten Vertiefungen (VI) 
unter Verwendung des Gatestapels (3, 4, 5, 6) und der flachen 
Grabenisolationsschicht (2) als Maske bis zu einer ersten 
Tiefe (dl) von ca. 10 bis 50 nm von der Substratoberf lache 
(SO) durch anisotropes Atzen ausgebildet werden. 

12. Verfahren nach Patentanspruch 9 bis 11^ dadurch 
gekennzeichnet, dass vor dem Ausbilden der Spacer 
(7) eine erste Halbleiter-Schutzschicht zumindest an den Ka- 
nal-Anschlussbereichen (KA) ausgebildet wird. 

13. Verfahren nach einem der Patentansprilche 9 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Spacer (7) durch.. - 
konformales Abscheiden von Siliziumnitrid und anisotropes 
Ruckatzen ausgebildet werden. 

14. Verfahren nach einem der Patentanspruche 9 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, dass die zweiten Vertie- 
fungen (V2) bis zu einer Tiefe (dl+d2) von ca. 50 bis 300 nm 
von der Substratoberf lache (SO) durch anisotropes Atzen aus- 
gebildet werden. 

15. Verfahren nach einem der PatentansprQche 9 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, dass 

in Schritt c) 





eine Isolations-Maskenschicht (8) in den Source- und Drain- 
vertiefungen (SV, DV) ausgebildet und zumindest im Bodenbe- 
reich wieder entfernt wird; und 

jeweils eine Vertief ungs-Bodenisolationsschicht (9) im frei- 
gelegten Bodenbereich ausgebildet wird. 



16, Verfahren nach Patentanspruch 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass ferner 

die verbleibende Isolations-Maskenschicht (8) auch an den 
^10 Seitenwanden der Vertief ungen entfernt; und 

Vertiefungs-Seitenwandisolationsschichten (8A) in den freige- 
legten Seitenwandbereichen der Vertiefungen ausgebildet wer- 
den . 

15 17. Verfahren nach Patentanspruch 15 oder 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass 

als Isolations-Maskenschicht (8) eine Siliziumnitridschicht ; 
und 

als Vertiefungs-Boden- und/oder Seitenwand-Isolationsschicht 
20 (9, 8A) eine Siliziumdioxidschicht ausgebildet wird. 

18. Verfahren nach einem der PatentansprUche 9 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, dass 
in Schritt d) 

25 dl) eine Keimschicht (10), eine Keim-Schutzschicht (11) und 
eine Keim-Maskenschicht (12) ganzflachig ausgebildet wird; 
d2) die Keim-Maskenschicht (12) bis in die Source- und Drain- 
vertiefungen (SV, DV) zuruckgebildet wird; 

d3) die Keim-Schut zschicht (11) unter Verwendung der Keim- 
30 Maskenschicht (12) als Maske teilweise entfernt wird; 

d4) die zurUckgebildete Keim-Maskenschicht (12) entfernt 
wird; 
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d5) die Keimschicht (10) unter Verwendung der Keim- 
Schutzschicht (11) als Maske teilweise entfernt wird; 
d6) die Keim-Schut zschicht (11) vollstandig entfernt wird; 
und 

5 d7). eine Auf wachsschicht (13) auf der Keimschicht (10) bis in 
einen Bereich der Substratoberf lache (SO) ausgebildet wird. 

19. Verfahren nach Patentanspruch 18^ dadurch ge- 
kennzeichnet^ dass 
/ .10 in Schritt d6) fer.ner die Spacer (7) entfernt werden; und 
in Schritt d) 

d8) Implantations-Spacer (14) am Gatestapel (3^ 4, 6) ausge- 
bildet; 

d9) die Hartmaskenschicht (5) entfernt; und 
15 dlO) eine Implantation (I) zur Dotierung der Gateschicht (4) 
sowie der Auf wachsschicht (13) durchgefuhrt werden. 




